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Інтерес до вивчення резонансно-тунельних структур зумовлений їх 

широким використанням у приладах твердотілої наноелектроніки [1]. 
Зокрема, було продемонстроване застосування цих структур при 
створенні резонансно-тунельних діодів (РТД), цифро-аналогових 
перетворювачів, задаючих генераторів, регістрів зсуву та статичних 
запам’ятовуючих пристроїв із довільною вибіркою [2-3]. 

Проте на сьогодні проблема адекватного моделювання електронних 
характеристик РТД все ще залишається актуальною. Тому метою даної 
роботи є чисельний розрахунок резонансних енергій і ширин 

квазістаціонарних станів електронів методом S -матриці розсіяння. 

Густина струму через активну частину РТД розраховується за 
формулою Цу – Есакі: 
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У випадку резонансного розсіяння значення резонансних рівнів 

= RiE eE  та їх ширини = 2Ii mE  можуть бути визначені як полюси S

-матриці розсіяння: = / 2i iE E i  ; S -матрицю знаходимо так: 
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